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１．概要（Summary） 
走査電子顕微鏡の性能を決める大きな要因の１つに照

射電子ビームの大きさがあげられる。その大きさを知るた

めに、GaAs 多層膜[1]や埋め込み W ドット[2]の活用

が試みられてきた。今回、シリコン基板に作成したエッチ

ングパターン上に散布した Au コロイド粒子を計測用試

料として活用することを狙いとして、加工プロセスの基礎

検討を行った。現在、試作を完了した段階であり、これより

評価を開始する。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
125kV 電子ビーム描画装置、多目的ドライエッチング装

置、走査電子顕微鏡 
 
【実験方法】 

微細パターン形成実験用の電子ビーム描画は、

ZEP520A を 100 nm 塗布し、125 kV, 1 nA で行った。

この試料は 25 nm と 40 nm のドライエッチングを行っ

ている。エッチング条件を以下に示す。CHF3:25 sccm + 
N2:25 sccm, 3 Pa, 100 W, 120 sec。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は前回の試作で作製した 25 nm の深さのシリ

コンパターンの SEM 写真である。 この試料上に 40 
nmφの Au コロイド粒子を散布したところ、１部 Au 粒
子はシリコンホール内に配置することが出来たが、その効

果は限定的であった。今回はホールの深さを 40 nm と
して、その効果を確認する。40 nm のエッチングを行うた

めにレジストの厚さを前回の 50 nm から 100 nm とし

た。1 回目の試作が完了した段階であり、これより評価を

開始する。 
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Fig. 1 Top-view SEM images of 50 nm fine patterns. 
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